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昨今，ワイドバンドギャップ半導体の新規材料として酸化ガリウム(Ga2O3)が注目を集め

つつあり，我々はコランダム構造を持つ-Ga2O3の研究を行っている．デバイス応用上トラ

ップ準位についての知見は重要で、研究報告もなされているものの，比較的浅い準位に関す

るものである[1]．バンドギャップ内のより深い準位でのトラップの存在の有無，そのエネ

ルギー準位，またその起源などを解明することが，今後の研究において必要であると考えら

れる．本研究では，光容量 (Photocapacitance; PHCAP) 法を用いて，伝導帯下 1.5eV から価

電子帯までの位置に存在しているトラップの解析を行った． 

図 1に n 型-Ga2O3ショットキーバリアダイオード (ショットキー電極：Ti/Au) に対して

行った PHCAP 法の測定結果を示す．縦軸の ΔC は単色光照射時と暗時の容量値の差分であ

る．1.5~1.7eV および 3.0~3.5eV 付近での立ち上がりが見られることから，エネルギー準位

1.5~1.7eV および 3.0~3.5eV 程度のトラップの存在が確認された．第一原理計算による報

告 [2] から，前者は，酸素空孔(Vo)，後者は格子間酸素 (Oi)，ガリウム空孔(VGa)，ガリウム

酸素空孔対 (VGa -Vo) のいずれかに由来するトラップであると考えられる．当日は各種処理

を実施したサンプルに対する PHCAP 法の結果，およびその検討から得られた更なる詳細を

報告する予定である． 

本研究は内閣府総合科学技術・イノベ
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